Caratteristiche di uscitadel BJT

FIG. 7. - Schema di principio di un circuito per il rilievo delle caratteristiche
di un transistore NPN collegato ad emettitore comune.

L A
{mA) 1
I
10+ o1 oA
5 | 1= 50
L N
£
=4
3
5 40BA
| &
-2
&
171 30 A
57 a‘{\q‘b
.\01\5
g&%
— 20 A
10pA
//Interdiznonc — L=0
¥ N, ——-
5 10 Vea(V)

FIG. 8. - Caratteristiche di collettore o caratteristiche dl uscita di un transistore NPN
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FIG. 9. - Regione di saturazione
delle curve di collettore.

FIG. 10. - Regione delle tensioni

Vce elevate.



